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(57) Abstract: An insulating material piece (1), for an electrical 
high voltage device, comprises a part volume (3), the conductivity 
of which is changed by means of a treatment. Said treatment can 
for example be carried out by chemical or mechanical methods or 
the action of high-energy radiation such as alpha, beta or gamma 
radiation. According to the invention, a high rigidity for the insu- 
lating material piece (1) can be achieved, whereby the insulating 
material piece (1) is at least partly made from a mixture of treated 
part volumes (3) and untreated part volumes (4). 

(57) Zusammenfassung: Ein Isolierstoffieil (1) fiir ein 
elektrisches Hochspannungs-Gerat weist ein Teilvolumen (3) auf, 
welches durch eine Behandlung in seiner Leitfahigkeit verandert 
ist. Diese Behandlung kann beispielsweise durch chemische, 
mechanische Methoden oder das Einwirken hochenergetischer 
Strahlung wie Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlung erfolgen. 
Zur Erzielung einer hohen Festigkeit des Isolierstoffteiles (1) ist 
das Isolierstoffieil (1) zumindest teilweise aus einem Gemisch 
behandelter Teilvolumina (3) und unbehandelter Teilvolumina (4) 
gebildet. 
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Beschreibung 

Isolierstof f teil fur ein elektrisches Hochspannungsgerat so- 
wie Verfahren zu seiner Herstellung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Isolierstof f teil fur ein 
elektrisches Hochspannungs-Gerat , insbesondere fur einen 
Hochspannungs-Leistungsschalter, wobei das Isolierstof f teil 
zumindest ein Teilvolumen aufweist, welches durch eine Be- 
handlung in seiner Leitf ahigkeit verandert ist, sowie auf ein 
Verfahren zur Herstellung eines derartigen Isolierstof ftei- 
les . 

Ein Isolierstof f teil ist beispielsweise aus der Patentschrif t 
DE 198 26 202 C2 bekannt . Zur Verringerung des elektrischen 
Widerstandes in Oberf lachenbereichen, welche einer erhohten 
dielektrischen Belastung ausgesetzt sind, werden diese Berei- 
che des fertigen Isolierstof fteiles mit Beta- oder Gamma- 
Strahlung bestrahlt. Durch die Behandlung mit hochenergeti- 
scher Strahlung erfolgt eine Beeinf lussung der Teilchenbin- 
dungen des Isolierstof fes . Insbesondere bei Kunststof f en, 
welche langkettige Verbindungen aufweisen, tritt durch ein 
Aufbrechen der Teilchenbindungen eine Versprodung des Materi- 
als ein. Dadurch ist die mechanische Festigkeit vermindert . 
Urn die fur die technische Anwendung geforderte Stabilitat zu 
erzielen, sind die derart behandelten Isolierstof fteile ent- 
sprechend groSziigig zu dimensionieren. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Isolierstof f- 
teil mit zumindest einem behandelten Teilvolumen derart zu 
gestalten, dass das Isolierstof f teil eine verbesserte mecha- 
nische Festigkeit aufweist. 
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Die Aufgabe wird bei einera Isolierstof f teil der eingangs ge- 
nannten Art erf indungsgemaS dadurch gelost, dass das Isolier- 
stoffteil zumindest teilweise aus einem Gemisch behandelter 
Teilvolumina und unbehandelter Teilvolumina besteht. 

Durch ein Gemisch von behandelten und unbehandelten Teilvolu- 
mina ist es ermoglicht, je nach Mischungsverhaltnis der Volu- 
mina zueinander eine erhohte Stability bei einer gegenuber 
unbehandeltem Material veranderten elektrischen Leitf ahigkeit 
zu erzielen. So ist es beispielsweise moglich, die unbehan- 
delten Teilvolumina vorzusehen, urn die mechanische Festigkeit 
zu gewahrleisten und die behandelten Teilvolumina zum Beein- 
flussen der elektrischen Eigenschaf ten des Isolierstof fteiles 
einzusetzen. Eine Behandlung kann nach verschiedenen Methoden 
erfolgen. So ist es moglich, Teilvolumina mechanisch, che- 
misch oder beispielsweise mit hochenergetischer Strahlung wie 
Alpha-, Beta- oder Gamma -Strahlung, zu behandeln. 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass 
das Gemisch zumindest teilweise an der Oberflache des Iso- 
lierstof fteiles liegt. 

Unter einem Gemisch wird hier die statistische Verteilung 
verschiedener Teilvolumina innerhalb eines Gesamtvolumens 
verstanden. Die Eigenschaf ten der miteinander in Verbindung 
tretenden Teilvolumina werden durch die Verbindung nicht ver- 
andert . 

Eine Anordnung des Gemisches entlang der Oberflache des Iso- 
lierstof fteiles bewirkt eine besonders einfache und direkte 
Beeinflussung der elektrischen Eigenschaf ten des Isolier- 
stof fteiles. Es kann auch vorgesehen sein, dass das gesamte 
Isolierstof f teil aus einem homogenen Gemisch -von behandelten 
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und unbehandelten Teilvolumina gebildet ist. Eine Anordnung 
des Gemisches lediglich in bestimmten Oberf lachenbereichen 
des Isolierstoffteils gestattet eine gezielte Steuerung des 
elektrischen Verhaltens. So sind beispielsweise an dem Iso- 
lierstoffteil bestimmte Kriechstrompf ade zur Ableitung von 
Oberf lachenladungen gezielt konstruierbar . Die Kriechstrom- 
pf ade konnen auch das Innere des Isolierstof f teiles durchset- 
zen und beispielsweise zu Elektroden hinfuhren. 

Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die behan- 
delten Teilvolumina in den unbehandelten Teilvolumina einge- 
bettet sind. 



Eine Einbettung der behandelten Teilvolumina in die unbehan- 
delten Teilvolumina gestattet e S/ Isolierstof fteile zu ferti- 
gen, welche bei einer hohen mechanischen Pestigkeit giinstige 
Eigenschaften hinsichtlich eines veranderten elektrischen Wi- 
derstandes, insbesondere an den Oberf lachen des Isolierstof f- 
teiles, aufweisen. Die unbehandelten Teilvolumina sind dabei 
zur Gewahrleistung einer ausreichenden Isolationsf estigkeit 
sowie mechanischen Festigkeit des Isolierstof f teiles vorgese- 
hen. Die behandelten Teilvolumina beeinflussen diese Eigen- 
schaften nur punktuell und fuhren nicht zu einer substantiel- 
len Schwachung des Isolierstof f teiles hinsichtlich mechani- 
scher sowie dielektrischer Eigenschaften. Durch eine Wahl des 
Mischungsverhaltnisses von unbehandelten und behandelten 
Teilvolumina ist der Grad der Einbettung leicht beeinfluss- 
bar. Ein gegenuber unbehandelten Teilvolumina verringerter 
Anteil behandelter Teilvolumina bewirkt bei einer Vermischung 
der Anteile eine ausreichende Einbettung. Bei einem groSen 
Anteil behandelter Teilvolumina sind diese beispielsweise gut 
einzumischen, urn eine ausreichende Einbettung zu gewahrleis- 
ten. Der Anteil behandelter Teilvolumina am Gesamtvolumen des 
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Gemisches kann beispielsweise 10, 20, 30, 40 oder 50% betra- 
gen. 

Es kann vorgesehen sein, dass die Teilvolumina aus PTFE be- 
stehen. 



Polytetrafluorethylen (PTFE) weist ein sehr hohes Isolierver- 
mdgen auf . Nachteil des sehr hohen Isoliervermdgens ist, dass 
sich auf der Oberflache eines PTFE-Isolierstof f teiles elekt- 
rische Ladungen sammeln, diese jedoch aufgrund des Isolier- 
vermogens nicht in ausreichendem MaSe abfliefien konnen. Es 
entstehen so gefahrdete Bereiche mit einer erhdhten elektri- 
. schen Feldstarke, die ein Auftreten von elektrischen Uber- 
schlagen oder Tei lent ladungen verursachen kann. Durch eine 
erfindungsgemafce Ausgestaltung von Isolierstof f teilen, welche 
aus PTFE gebildet sind und die aus behandelten sowie unbehan- 
delten Teilvolumina bestehen, ist die Gefahr des Auftretens 
von gefahrdeten Bereichen gemindert. 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein einf aches und 
kostengiinstiges Verfahren zur Hers tel lung eines oben genann- 
ten Isolierstoffteiles fur ein elektrisches Hochspannungs - 
Gerat anzugeben . 

ErfindungsgemaS wird die Aufgabe dadurch gelost, dass behan- 
delte Teilvolumina mit unbehandelten Teilvolumina vermischt 
werden und zur Fertigung eines Isolierstoffteiles eine Form- 
gebung des Gemisches erf olgt . 

Durch ein Vermischen behandelter und unbehandelter Teilvolu- 
mina ist es moglich, das Mischungsverhaltnis je nach den ge- 
wunschten Eigenschaf ten des Isolierstoffteiles in verschiede- 
nen Zusammenstellungen zu erzeugen. Dabei ist es moglich, zur 
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Behandlung der Teilvolumina verschiedene Methoden zum Einsatz 
zu bringen. 



Weiterhin kann vorgesehen sein, dass das Gemisch gesintert 
5 wird. 



Haufig liegen die Teilvolumina in Granulatf orm vor. Die Viel- 
zahl der einzelnen Teilvolumina bzw. GranulatkSrnchen sind 
durch das Sinterverf ahren in geeigneter Weise zu verbinden. 
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Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausfuhrungsbei- 
spiels in einer Zeichnung schematisch gezeigt und nachfolgend 
naher beschrieben. 

Dabei zeigt die 

Pigur 1 einen Schnitt durch eine Isolierstof fdiise und die 

Pigur 2 eine Prinzipdarstellung eines Verfahrens zur Her- 
stellung einer Isolierstof fduse . 



Eine in der Figur 1 dargestellte Isolierstof fdiise 1 wird in 
Hochspannungs-Leistungsschaltern eingesetzt, urn das Brennen 
und Loschen eines Schaltlichtbogens zu beeinflussen sowie das 
Abstromen von Schaltgasen zu lenken. Die Isolierstof fduse 1 
weist einen Grundkorper auf , welcher einen durchgehenden Ka- 
nal 2 auf weist. Der Grundk6rper ist aus einem Isolierstof f, 
beispielsweise Polytetraf luorethylen (PTFE) , gebildet. Der 
Kanal 2 ist an einem seiner Enden im Wesentlichen zylinder- 
formig gestaltet. An dem anderen Ende erweitert sich der Ka- 
nal 2 trichterformig. An dem trichterformig ausgestalteten 
Ende des Kanals 2 ist die Oberflache der Isolierstof fdiise 1 
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teilweise aus einem Gemisch eines ersten Teilvolumens 3 (®) 
und eines zweiten Teilvolumens 4 (O) gebildet. Das erste 
Teilvolumen 3 ist aus einer Vielzahl von Teilvolumina (Granu- 
lat) gebildet, welches hochenergetischer Strahlung, bei- 
5 spielsweise Alpha-, Beta- oder Gamma -Strahlung, ausgesetzt 
war. Das zweite Teilvolumen 4 ist unbehandelt und ebenfalls 
aus einer Vielzahl von Teilvolumina gebildet. Die behandelten 
Teilvolumina des ersten Teilvolumens 3 sind in die Teilvolu- 
mina des zweiten Teilvolumens 4 eingebettet . Das heiSt, die 

10 Teilvolumina des zweiten Teilvolumens 4 sind in einer groSe- 
ren Menge vorhanden als die Teilvolumina des ersten Teilvolu- 
mens 3 . Neben der in der Figur 1 gezeigten Ausgestaltungsva- 
riante sind auch weitere Oberf lachenbereiche der Isolier- 
stof fduse 1 mit einem Gemisch aus behandelten Teilvolumina 

15 und unbehandelten Teilvolumina ausbildbar. Die weiteren Ober- 
f lachenbereiche konnen beispielsweise stirnseitig oder man- 
telseitig an der Isolierstof fduse angeordnet sein. Daneben 
kann weiterhin vorgesehen sein, die gesamte Isolierstof fduse 
1 aus einem Gemisch behandelter und unbehandelter Teilvolumi- 

20 na herzustellen. 

Ein Verfahren zur Herstellung einer Isolierstof fduse, welche 
in Ganze aus einem Gemisch behandelter und unbehandelter 
Teilvolumina besteht, ist in der Figur 2 schematisch darge- 

25 stellt. Das erste Teilvolumen 3 wird aus einem ersten Sammel- 
behalter 5a kommend an einer Strahlenkanone 6 vorbeigefuhrt 
und mit Gamma- Strahlung bestrahlt . Durch Variation der Zeit- 
dauer bzw. der Intensitat der Strahlung konnen die elektri- 
schen Eigenschaf ten in verandertem Umfang beeinflusst werden. 

30 Das zweite Teilvolumen 4 wird aus einem zweiten Sammelbehal- 
ter 5b kommend ebenso wie das behandelte erste Teilvolumen 3 
einer Mischvorrichtung 7 zugef uhrt . In der Mischvorrichtung 7 
werden die erf orderlichen Mengen von behandelten und unbehan- 
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delten Teilvolumina miteinander vermischt. Das so gebildete 
Gemisch wird in einer Form 8 beispielsweise durch ein Press- 
verfahren zu einem Formkorper verbunderi. Anschliefiend kann 
der feste Formkorper zu einem festen Formkorper versintert 
5 werden. Am Ende des Prozesses ist eine aus einem ersten Teil- 
volumen 3 und einem zweiten Teilvolumen 4 gebildete Isolier- 
stof fdiise gefertigt. Die Isolierstof fduse kann nunmehr ver- 
baut oder weiteren Bearbeitungsschritten unterzogen werden. 
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Nach diesem Verfahren sind auch Isolierstof fkorper herstell- 
bar, die lediglich partiell ein Gemisch von behandelten und 
unbehandelten Teilvolumina aufweisen. 
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Patentanspruche 

1. Isolierstoffteil (1) fiir ein elektrisches Hochspannungs - 
Gerat, insbesondere fur einen Hochspannungs - 
Leistungsschalter, wobei das Isolierstoffteil (1) zumin- 
dest ein Teilvolumen (3) aufweist, welches durch eine Be- 
handlung in seiner Leitf ahigkeit verandert ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Isolierstoffteil zumindest teilweise aus einem Gemisch 
behandelter Teilvolumina (3) und unbehandelter Teilvolumi- 
na (4) besteht. 

2. Isolierstoffteil (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Gemisch zumindest teilweise an der Oberflache des Iso- 
lierstof fteiles (1) liegt. 

3. Isolierstoffteil (1) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die behandelten Teilvolumina (3) in den unbehandelten 
Teilvolumina (4) eingebettet sind. 

4. Isolierstoffteil (1) nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Teilvolumina (3,4) aus PTFE bestehen. 

5. Verfahren zur Herstellung eines Isolierstof f teils (1) fiir 
ein elektrisches Hochspannungs -Gerat, insbesondere einen 
Hochspannungs - Lei s t ungs schal t er , 

wobei das Isolierstoffteil (1) zumindest ein Teilvolu- 
men (3) aufweist, welches durch eine Behandlung in seiner 
Leitf ahigkeit verandert ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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behandelte Teilvolumina (3) mit unbehandelten Teilvolumi- 
na (4) vermischt werden und zur Fertigung eines Isolier- 
stoffteiles (1) eine Formgebung des Gemisches (3,4) er- 
f olgt . 



6. 



Verfahren nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeicb.net, dass 
das Gemisch (3,4) gesintert wird. 
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